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背景  GaNは高い絶縁破壊電界と高い電子飽和速度を有し、高出力、高周波デバイスへの応用、実用化

が進んでいる材料である。我々は GaN/金属間の接触抵抗を低減する研究を行っている。これまで、n-GaN

と様々な金属間のショットキー障壁高さを調べ、フェルミレベルピンニング(FLP)が起きていること、

GaN/GaOx/AlからなるMIS構造によって接触抵抗率を大きく低減できることを報告した[1]。本発表では、

MIS 構造の I層として３種類の酸化物を選択し、接触抵抗への影響を調べたので報告する。 

 

実験方法 サファイア上に 3um の厚さにエピ成長した n-GaN

基板(Doped Si:2×1018cm-3)を 50%HCl に 1 分浸漬して自然酸化

膜を除去したのちに、電子親和力の異なる酸化物（GaOx、TiOx, 

ZnOx）を 1~3.5 nmの厚さに形成した。GaOxは、酸素雰囲気下

(2×103Pa)、600または 800°C で熱酸化して形成し、TiOxと ZnOx

は、RFスパッタリングによって形成した。その後、DCスパッ

タリングとリフトオフ法によって Al 電極を成膜し、Fig.1 のよ

うな素子を作製した。接触抵抗の測定にはCTLM法を用いた。 

 

結果 Fig.2に各酸化物の厚さと接触抵抗率の値を示す。GaOx

とTiOxに関しては酸化物層厚さの増加に伴って接触抵抗率の

値が大きく低減したのちに緩やかな増加に転じた。特に GaOx

の接触抵抗率の最低値は 2.1×10-5 Ω·cm2 (600°C)と、8.7×10-7 

Ω·cm2 (800°C)であった。金属/半導体の接触抵抗率の理論計算

[2]から見積もったショットキー障壁高さは、0.2eV (600℃)と

0.1 eV (800℃)となり、GaN/Alの 0.4eVから減少した。このこ

とは、MIS構造によって FLPの緩和が起きたためと考えてい

る。一方、ZnOxを挿入すると接触抵抗の値は大きく増大した

のちに減少する傾向が観察された。これは ZnOxの伝導帯下端

(CBM)が GaN の CBM より低いエネルギー位置にあることが

原因であると考えられる。 
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Fig.1 schematic of CTLM structure. 

Fig.2 Oxide thickness dependence of ρc. 
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